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NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

T ranzystory typu BF 194 
3375-31.04 

ELEMENTY 
POLPRZEWODNIKOWE 

i BF 195 
. 

• 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Sil szczeg6ło

we wymagania dotycZfce tranzystorów krzemowych n-p-n 

małej mocy, wielkiej częstotliwości wykonanych technol'O

gl, epltaksjalno-planarn, typu BF 194, BF 195 w obudo

wIe plastykowej, przeznaczonych do sprzętu powszechnego 

uiytku oraz urz,dzeń wymagaj,cych zastosowania elemen

tów o wysokIej I bardzo VlysokieJ jakości, 

Tranzystory BF 194 przeznaczone sp do pracy we 

wzmacniaczach pośrednIej częstotlIwoścI odbIorników ra

diowych AM I AM-FM oraz w stopnIach wstępnych odbIor

ników radiowych w zakresIe fal krótkIch, średnich I dłu

gich, 

Tranzystory BF 195 przeznaczone sp do pracy we wzma

. cniaczach wstępnych i stopniach przemiany częstotlIwości 

odbIornIków FM. 

KategorIa klimatyczna - wg PN .... 73/E-04550 dla tranzys

torów: 

.. - standardOwej jakoścl (poziom jakoścI l) - 40/125/04, 

- wysokiej jakoścl (pozIom jakoścI III) - 40/125/21, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakośCi IV) , - 401 
125/56. 

E 

Z 

• 
Grupa kala!ogowa 1923 

2. Przykład oznaczfnia tranzystorów: 

a) standar.dowej jakości: 

TRANZYSTOR BF 194 BN-8t-/3375-31 

b) wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BF 194/~BN-81/3375-31 

c) bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR eF 194/4 BN-Sl/33T5-3-1 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawIerać nast,pu-

j,ce dane: 

a) nazw ę producenta lub znak fabryczny, 

b) ·oznaczenle typu, 

c) o~nakowanle dodatkowe dla tranzystorów wysokiej 

I bardzo wysokiej Jakości. Tranzystory wysokIej JakoścI 

powInny być oznakowane cyfr p 3, a tranzystory bardzo w~ 

soki ej .jakości cYfr p 4 umleszczo", po oznaczeniu typu.· 

4, Wymiary I oznaczenia wyprowadzeń traniljYstorów - wg 

rysunku I tabl. 
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IBN-8173375-31.041 

Obudowa CE 36 

Zgłoszona przez Naukowo,Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzelpołów I Materiałów Elektronicznych 

UNłTRA-ELEKTRON dnia 26 alerpnia 1981 r. jako norma oba.wiqzulqca od dnia 1 stycznia 1982 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 19/1981 poz, 17) 

r 

WYDAWNICTWA NORMAUZACYJNE 1981 . Druk. W,d. Norm. W·w •• Ark. w,d.1,25 N.kt.2600+S5 Zomo 2872/81 C .... 1 7.20 



Tablica!. !!mrIary obudoWY CE 36 

SymbOl Wymiary, mm 

wymiaru 
mln nom 

A - -
A, - -
A2 - -

°1 - 1,6 1) 

b2 " 15 -
b3 

0,70 -
C O, 17 -
D - -
E - -

.- . . . -

e - 2,54 1) 

e, 2,00 -
e
2 

1,35 -
J " 10 -

- L 4,00 -
L, 1,8,5 --

max 

5,60 

7,80-

4,00 

-
1,25 

0,_80 

0,22 

7,50 

2,30 

-
2,50 

1,75 

1,30 

4,30 

2, 15 

cd. tabl. 1 

Symbol Wymiary, mm 
, wymiaru min nom max 

_ .. - - ---
N, 3 , 20 - -
z - - 1,25-

1) Wymiar teoretyczny. 

5. Badania w grupie A, B, C i O - wg BN-80/337S.031.00 

P. 5. 1. 

6. Wym§9lmia szczegółoWe do badań grupy A, B. C i O: 

a) badania pOdgrupy Al - sprawdzenie wymlar6w: A. rp, 
D, L - wg rysunku i tabl. l, 

b) badania POdgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl. 2, 

c) badania grupy B, C I O - wg tabl, 3, 

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba

daniach grupy B, C I O - wg tabl, 4. 

7, Pozostałe postanowienia - wg BN-80/337S-3 t. 00. 

Tablica-2. Parametry elektryczne podstawowe.. sprawdzane w badaniach podgrupy A2. A3. A4 i C2 
- , 

Kontrolo- Metoda ~- War-toścl graniczne 
POdgrupa 

Rodzaj- badani.a ml8C~ w.g Warunki ponoi aru Jednostka 
badań 

wany 8F 194 8F 195 
parametr PN-74/ 

T -01504 mln max mln max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2 - Sprawdzenie pod:- leDO ark. 05 UCB - 10 V, LE - O -, nA - 100 - 100 
stawowych para-
metr6w elektrycz- U(BR)CBO 
nych 

ark. 04 IC" 10~, IE - -O V 30 - 30 -
U(BR)CEO ark. 03 Ic - 2 mA, IB .. O V 20 - 20 -
U(BR)EBO ark~ 04 tE - 10~, Le ~ O V 4 - 4 -

h 21E ark. 01 le· 1 mA. UCE~ 10V - 67 225 35 125 

A3 Sprawdzenie dru- UBE ark, 01 le " 1 mA, UCE - 10 V V 0,65 0,74 0,65 0,74 

C2 gorzędnych param.t· 
IC - 1 mA, UCE " 10 V, r6w elektrycznych1: f T ark, 24 f - 100 MHz 

M-lz 150 - 150 -
-C

'2ea al'k. 23 
lem l mA, 
f - l MHz 

UeE -l0V. 
pF - 1 - 1 

T-bb' Cc ark, 25 
1<;- 5 mA, U

CE
- 10 V, 

f-50 MHz ps - 17 - 11 

A4 Sprawdzenie para- IeBa ark. 05 UCB-IOV,/E-o pA - 50 - 50 
metrów tHektrycz-
nych w tamb= 125 0 C 

- (poziom 11'-1 IV) 

1} Na łyczenie odbiorcy w uzgodnieniu z producentem zestaw kontrolowanych parametr6w mofe być rozszerzony 
o współczynnik szum6w F. • 



. BN-8I/337~.I.04 

T.ab"ca 3. - WYmasanla szczeg6łowe do bedań grupy B. C I P 

Lp, · POdgrupa badań Rodzaj badania Wymagania s%czeg6łowe -
I 2 3 4 

I BI, CI Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej próba Ub, metoda 2: 2,5N 
wyprowadzeń próba Ua1 , : 5 N - -

Sprawdzenie szczalnoścl próba Ql 

'2 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymałości na spadki poło!enle tranzystora W
O 

czasie spadanI.: 
swobodne wyprowadzeniami do gÓry 

-
3 B4-, C4- Spr.wdzenle wytrzymałości na udary wle- mocowanie za obudowę 

lokrotne . 
4- 85, C5 SprawdzenIe wytrzymałości na nagłe zmia- TA 

o o 
- -55 C; TB - 125 C -(poziom jakości I II i 10 ny temparatury 

o 

5 B6, C6 SprawdzenIe odporności na nara!enia układ OB wg PN-74/T -01515, tabl, 5, 
o elektryczne UCE -II1V; -IE-ll,4-mA 

---6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g 

7 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na przyśple_ kierunek probierczy: obydwa kierunki 
szenia st.łe wzdłut osi wyprowadzeń, mocowanIe z. 

obud9wę 

Sprewdzenie wytrzym.łości na wibracje mocowanie za obudowę 
o stałej częstotliwości (dla poziomu 
jakości I) 

. 
Sp}.awdzenle wytrzymałości na wi-
bracje o zmiennej cz,stotllwoścl (dla 
poziomu jakości III I IV) 

8 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło o ., 
temperatura kppiell 350 C AQL - 4-, O 

lutowania 

o 
9 C7 Sprawdzenie wytrzymałości i'la zimno tst g min - -65 C 

, 

- 125 -Oc lO C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche t~t~ max -
~r{lco -

11 CIO Sprawdzenie wymlar6w wg rysunku I tabl, I 

12 Ol Sprawdzenie odporności na niskie ciśnie- temperatura naruenia 25 Oc - , 
(poziom jakości III I IV) nie atmosferyczne 

13 02 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpusz- alkohol etylowy, aceton, sprawdza"! wy-
czalnlkl miary A, O' i L wg, tabl, I I rysunku, ma-

sa tranzystora 0,2 g - . 
• 

14- 03 Sprawdzenie palności wg PN-74/T -O 1515 zał{lcznik 2, p. 4-.3 

15 04- Sprawdzenie wytrzymałoścI "a pleśń brak porostu ple'nl po badaniu 

16 05 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę położenie tranzystora dowolne 
soll'l{l 

-
:r,b!lC! 4. Partmetry elektryczne sprawdzane w czasie i po bad!C!lach grupy B. C I O (pozIom I. III I IV) 

Wartości graniczne Oznaczenie 
Metoda pomiaru wg Warunki Jed--

Ppdgrupa badań BF 1911 BF 195 literowe , 
PN-74/T -01504 pcxnlaru nos tka parametru 

mln max min.. max -
1 2 3 4 , 5 6 7 8 9 -

[CBO 
U

CB
= 10 V ' BI, CI, B3, 84, BS 

C2, C4-, CS, C?, C9 nA - 100 - 100 
rE - O 

01') -
ark, 0,5 

B6, C6, C8 nA - 200 - 200 

C2') ~ - 50 - 50 



BN-81/3375-31. 04 

cd. tabl. 4 

Oznaczanie 
Wartoścl graniczne 

Metoda pomiaru wg WarunkI 
literowe Podgrupa ' badań .Jed- BF 194 BF 195 

PN-74/T -01504 pomiaru 
parametru nostka 

mln ma>< mln ma>< 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ic· I mA Bl, B3, B4, B5, CI 
225 125 - 67 35 

liCE • 10 V C2, C4, C5, C7, cg 

h 21'E ark. 01 
B6, C6, ' C8 - 50 2'ro 25 150 

C2 l ) - 34 - 18 -
1)w czasie badania. 

KONIEC 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

l Irtstytucla gpracowujapa norn;e - Naukowo-Produk~ 

cy jne ' Centr um P6łpr zewodni k6w. 

2. Normy zwlazane ,. 

PN-'73jE-0455V Wyroby elektrotechniczne. Próby środo

wrskowe 

PN"';74/T -01504. Ol Tranzystory. Pomiar h 21E I napię

cia UBE 

PN-74/T-01504.03 Tranzystory. Pomiar napięcia przebi-

cia U(BR )CEO' U(BR) CES' 

PN-74jT -O 1504. 04 Tran~ystory .. 

. U [J 
CIa (BR)CBO' (BR)EBO 

PN-74/T -01504. 05 Tranzystory. 

nych lCBO' IEBO 

PN-74/T -O 1504. 23 Tran~ystory. 

w zakr.esle w. cz. 

U(BR)CER ' U(BR ) CEK 

Pomiar napięCia przebi-

Pomiar pr~d6w wstecz-

Pomiar parameir6w [ y ] 

PN-74/T-015V4.24 Tranzystory. Pomiar modułu 

w zakresie w. cz. i' częstotliwości f T 

PN-74/T -01504.25 Tranzystory. Pomiar stałej czasowej 

, sprzę!enla zwrotnego T
bb

, Cc 

PN-74/T -01515 Elementy p6łprzewodnlkowe. Og61ne wy

magania I badania 

BN-80/3375-31. 00 El ementy p6łprzewodnlkowe. Tranzys-

tory małej mocy wielkiej częstotl Iwoścl. 

I badanIa 

WymaganIa 

3. Symbol wg KTM -BF 194 - 1156213314006, BF 195 -

1156213315007. 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. 1-1 I tabl . 1-1. 

Rezystancja termiczna zł~cze-otoczenle R th ;-<1 ~ 6.25 K/W 

320 
8F1fJ.4 
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IBN-S!!'''5 ~3ł.04 -t-łI 
Rys. I-I. Zale!ność ter:nperaturowa całkowitej mocy wejś

cIowej 'Ptot • f(tamb) 



Informacje dodatkowe do BN -8 i/3375-31. 04 

Tablica I-I 

WartoścI -
; dopuszczalne 

Lp. 
OznaczenIe 

Nazwa parametru Jedno!;tka . 
perametru 

I 2 3 

1 Ucao NapIęcIe kolektor-baza 

2 UEaO Naplęcle . emi ter-baza 

3 UCEO NapIęcIe kolektor-emiter 

4 'e Pr,d kÓlektora 

5 'a ' Pr,d bazy 

Ptot 
CałkowIta moc wejściowa (stała tub średnia) na wSzYstkich 

6 . o 
eł~trodach przy [amb= 25 C 

7 tj Temperatura zł,cz.a 

8 tamb Temperatura otoczenia w czasIe pracy 

g t atg Temperatura przechowywania 

5. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2 .. 1-7 I tabl. 1-2. .. 
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ID 

«J 

40 

... 

D 
D 

eF 194 
I BF 195 

4 5 

V ~O 

V 4 

V 20 

mA 30 

mA l 

mW 160 

·oC 125 

Oc -40 + +125 

Oc . -65 ..• +125 

BF194 
B, 195 

UCE=fOV 
tamb-2!łC ' 

. 

l/ 
l.ł-ł Q, UM{Vj 1,0 
IIN-81/!S1!-3i.IU-t -11 

Rys. 1-2. Charakterystyka wyjklo

wa 'lc - f( tJCB ); . 'E - parametr . 

Rys. 1-3. Charakterystyka wyjścio
wa l. f( U h 'B - parametr 

Rys. 1-4. Charakterystyka wejścIo-

B 
Gsop! 

[mS] 

F 
[etB] 

2 

o 

C CE 
wa 'lB = f( U

BE
lo UCE - parametr 

BFf94 II III 
. 

BF 195 1>' UC!= 10V " :1 
fe= 1mA 
tamb=25°C I 

, 
./ 

Ssopt " 
" . 

F -
O 10 100 f[!1H7J . 'f) 100 

IBN-8ł/337S-SL04-t-, I 
Rys. 1-5, Zaletność współczynnika 
szum6w I optymalnej konduktancJI 

fl"ódła od częstotliwoścI F; 

Gs opl = f(f~ 
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Informacje dodatkowe do BN-SI /3375-31-. 04 
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Rys. 1-7. Zale!ność statycznego wsp6łczynnika wzmocnIe

nia pr~dowego znormalIzowanego od pr{ldu kolektora 

Rys. 1-6. Charakterystyka przejścIowa ' lc - f( la) h21E (11) - f(le) 

Tablica 1-2 

. 
Typ . 

OznaczenIe 
Nazwa parametru WarunkI pomIaru 

Jad-
parametr,u nostka ElF 194 ElF 195 

mI n typ max mln typ max 

2 3 4 5 6 7 S 9 lO II 

l eBo , Prpd zerowy kolektora Uea·IOV; l ~ O nA - - 100 - - 100 E , . 
U(HR)eao NapIęcIe przebicia ko- lc· 10 (JA; le· O V 30 - - 30 - -. lektor-baza 

V(aR)eEO Napl,cie przebIcIa ko- le=2 mA; la=O V 20 - - 20 - -
lektor";emlter 

U(BR)Eao NapIęcIe przebIcIa emI- l - lO (JA' IC=O V 4 - - 4 - -E ' . 
ter-baza 

h 21E Statyczny wsp6łczynnlk l ·1 mA 
wzmocnIenia pr,dowego 

C _ 

Ue!: - 10 V - 67 . ISO 225 35 70 125 
(w układzIe wsp61nego 
emitera) -

UBE Naplęcfe baza"':emlter le· 1 mA 
. 

V 0,65 0,7 0,74 0,65 Q,7 , 0,74 
UCE - . 10 V 

f T Cz,stotllwość granIczna le· 1 mA 

UCE - 10 V MHz 150 300 - 150 250 -
f- 100 MHz 

-C Pojemność sprzę!enla le* 1 mA 12e. 
zwrotnego (przy weJś-- UCE*IOV 

. / 

clu .zwartym dla przeble-
pF 1 0,65 I g6w zmIennych w ukła- J * I tvt-łz - 0,65 -. 

dzle wapólnego emI-
ter.) . • 

Tbb' Ce 
. Stała . czasowa spr'zę!e- 1 - 5 mA, 

nia zwrotnego przy wiel-
e ' 

klej częstotl iwoścl 
UCE : 10 V ps - - 17 - - II 

f- 50 MHz 
, 



Informacje dodatkoYle do 8N-81/3375-31. 04 1 

cd. tabl. 1-2 

Typ 

Lp. 
Oznaczenie 

Nezwa Jed- 8F 194 8F 195. 
parametru 

parametru Warunki · pomiaru 
nostka 

min Iyp max mln Iyp max 

I 2 ' 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 
; 

10 F f =200 kHz 
1,5 

9c-2 m5 - - - - -

Wsp6łczynnik szum6w 
f =1 MHz 

d8 1,2 - - - • - -9c- I •5m5 
, 

te - I mA j-100 MHz 
q K lO m5 - - - - 4 -

U
eE

= IOV " G 

11 F f =200 kHz 
3 e 9c - O,6m5 - - - - -

Wsp6łczynnlk szumów w d8 
układzie mieszacza. j -I MHz 

2 
9C =I,2m5 - - - - -

12 911 b Małosygnałowa zawarciowa 
konduktancja wejściowa w m5 - - - - 32 -
układzie wsp61nej bazy 

Małosygnałowa zwarciowa , 
-b"b susceplancja wejściowa w m5 - - - - 2 -

układzie wsp61nej bazy 

Pojemność wejściowa 

-C
llbs 

(wyjście zwarltl dla prze-
pF 3 bleg6w zmiennych) w - -. - - -

układzie wsp61nej bazy 

13 Y21b 
Moduł małosygnałowej zwar-. 
clowej admltancji przeno- "!5 - - - - 32 -szenia wprzód w układzie 
wsp61nej bazy -

Ipy 21 b Faza zwarciowej admitan- te= 1 mA 
cjf przenoszenia wprz6d U

CE 
= 10 V lO - - - 150 -w układzie wsp61nej bazy -

f= 100 MHz 

14 9 22b 
Małosygnałowa zwarciowa 
konduktancja wyjściowa w fJS - - - - 80 -
układz ie wsp61nej bazy 

b 22b Małosygnałowa zwarcio-
wa susceptancje wy jści o- I 

ł-I5 - - - - 700 -wa w układzie wsp61nej 
bazy 

. 

C22b• Pojemność wyjściowa 

(wejście zwarte dla prze-
pF - - - - 1,2 -bleg6w zmiennych) w 

układzie wsp61nej bazy 

Małosygnałowa zwarcio-
tC=lmA 

j=500kHz - 0,35 - - . 0,55 -15 gile WII kond\.iktllncjll weJśclo-, -
UCE= 10 V 

mS 
WII w układzie wsp61nego 

f=IOM-lz - 0,4 - - 0,6 -emitera 

16 9 22e 
Małosygnałowa zwar ci 0-

tc=1 mA f=500kHz 4 2 
WII konduktal1cja wyjścio- - - - --
wa w układzie wsp61migo U -IOV ~5 
emitera 

CE 
f=10 MHz 6 3 . - - - -


